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O  Widerstands-Dünnschichten,  wie  sie  z.B.  in  Hybrid- 
^   Schaltkreisen,  Sensoren  oder  integrierten  Schaltun- 

qq  gen  Anwendung  finden. 
[N,  Die  Aufgabe  der  Erfindung,  die  Zusammenset- 

zung  der  Schichten  und  ihre  Struktur  bezüglich  der 

q   Heterogenität  zu  verändern,  wird  durch  Präzisions- 
|»o,  Widerstands-Dünnschichten  auf  der  Basis  von  CrSiO 
W  mit  10  bis  50  Stoff  mengenanteilen  Sauerstoff  und 
q   einem  Atomverhältnis  Si:Cr  zwischen  1  und  10  sowie 

mit  einem  oder  mehreren  hochschmelzenden  Metal- 

yj  len  (x)  von  0  bis  10  Stoffmengenanteilen  und  0  bis 
50  Stoffmengenanteilen  AI  bezogen  auf  das  Gesamt- 
system  CrSiXAl  erfindungsgemäß  dadurch  gelöst, 

daß  die  Schicht  zwischen  z  und  2U  btorrmengenan- 
teile  Wasserstoff,  bezogen  auf  das  Gesamtsystem 
CrSiCAlOH,  enthält,  daß  ein  Teil  des  Wasserstoffs  in 
Form  von  OH-Gruppen  abgebunden  ist,  und  daß  die 
Schicht  eine  Entmischung  in  O-reiche  und  O-arme 
Cluster  aufweist,  die  mit  einer  Säulenstruktur  gekop- 
pelt  ist. 

Durch  die  Erfindung  ist  es  möglich, 
Widerstands-Dünnschichten  mit  Präzisionseigen- 
schaften  anzugeben. 
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